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《半导体光电技术》专栏序言

半导体光电技术是与激光技术、光学工程领域密切相关的重要研究课题，对我国高新科技发展具有重大科学

意义和战略价值。半导体光电技术近年来在我国受到了空前重视，取得了巨大进展，产生了一系列重要和重大的

科研成果，显示了我国在半导体光电技术领域的科技实力和产业应用潜力。为了及时反映我国半导体光电技术

的发展状况，促进广大科技工作者进一步做出更大成绩，《激光技术》出版了本期“半导体光电技术”专栏，报道国

内半导体光电技术领域的重要进展和最新研究成果。

聚焦本期专栏任务，我们特别邀请了国内负有盛名、成果卓著的科研团队，撰写了半导体光电技术相关的重

要研究综述，报道了半导体光电材料器件及集成技术方面的最新研究成果。本期专栏内容丰富、成果鲜明、见解

深刻，涵盖了半导体激光器、半导体光电探测器、光电集成技术、新型半导体光电材料器件等研究方向，彰显了我

国学者对半导体光电科学的系统引领，提出了若干富有洞见的理论观点，体现了我国在半导体光电技术领域最新

的重要贡献。

半导体激光器研究方向：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所王立军院士团队的“基于保偏布喇格

光栅的窄线宽半导体激光器”一文，报道了基于保偏布喇格光栅的窄线宽半导体激光器的最新设计和研制成果，

为雷达成像、陀螺仪、磁力仪和原子钟等量子精密测量装备提供了重要技术支持；北京工业大学关宝璐教授团队

的“垂直腔面发射激光器阵列的热设计研究进展”一文，其特色是针对激光器热管理技术，系统回顾了ＶＣＳＥＬ阵

列热设计的理论和实验进展，展望了人工智能在本领域的应用前景；中国科学院半导体研究所牛智川研究员团队

的“高性能锑化物中红外半导体激光器的研究进展”一文，综述了锑化物半导体激光器的发展过程和国内外的研

究现状，分析了本领域的设计、材料和器件等关键技术，展望了实现低成本、高成品率、大功率等优异特性的前景；

中国工程物理研究院高能激光重点实验室杜维川研究员团队的“ＧａＡｓ基近红外锥形半导体激光器的研究进展”

一文，归纳了国内外关于ＧａＡｓ基锥形激光器的代表性研究成果，总结整理了此类激光器的性能特征，提出了本

领域未来的发展方向。

半导体光电探测器方向：南京大学陆海教授团队的“基于４ＨＳｉＣＡＰＤ单光子探测的主动淬灭电路研究”一

文，针对ＳｉＣ紫外单光子雪崩探测器应用，创新研究了暗计数、信噪比、后脉冲等参数的规律，提出了读出电路改

进方案，设计了主动淬灭电路，可使器件展现出更加优越的探测性能；超晶科技公司／北京邮电大学芦鹏飞教授团

队的“基于带隙基准的改进型像元共享ＣＴＩＡ红外读出电路设计”一文，针对红外探测器信号处理技术优化，设计

了一种四像元分时共享的电容反馈跨阻放大器和带隙基准源相互配合的高性能红外读出电路，可以大幅改善探

测器件的温漂系数、暗电流和动态范围等特性；北京邮电大学周峰研究员团队的“Ｔ２ＳＬ红外探测器高量子效率机



理的研究进展”一文，梳理了中长波二类超晶格红外探测器量子效率提高的方法，归纳了多种调控手段，讨论了

各种因素对量子效率的影响，对高品质中长波红外探测器的产业化技术开发提供重要的理论支撑。

半导体光电集成方向：中国科学院半导体研究所潘教青研究员团队的“基于ＳｉＮ平板波导光栅的１２８通道光

学相控阵”一文，采用硅与氮化硅相结合的设计思路，在实现高功率输入的同时保证了调相效率，避免了全硅光

学相控阵的输出光功率饱和现象以及氮化硅的低移相效率；此外，采用了硅波导作为天线前的输入波导以减小阵

元间距，最终实现了大扫描范围和低芯片损耗，有助于光学相控阵芯片的进一步改进。

新型半导体光电材料器件方向：北京工业大学张永哲教授团队的“负热淬灭对富受主型 ＺｎＯ微米管光电性

能的研究”一文，改进光学气化过饱和析出法，制备了本征富受主型ＺｎＯ微米管，极大增强了导电性、缩短了光响

应时间、实现了高效紫外探测；西南技术物理研究所宋海智研究员团队的“基于２维材料的异维结构光电探测器

的研究进展”一文，系统综述了２维材料与０、１、３维材料构成的异质结构的研究现状，梳理了它们在光电探测上

的优势与不足，为该类器件的进一步设计、开发和性能改善提供了可行性分析；厦门大学李成教授团队的“２维材

料／Ⅳ族体材料异质结多光谱光晶体管”一文，阐述了２维／３维混合范德华异质结实现宽光谱探测的技术现状与

应用前景，总结了团队应用此项新型结构研制宽光谱光晶体管的重要进展；宁波大学沈祥教授团队的“局域表面

等离激元增强的ＭｏＳ２光电探测器研究”一文，采用创新方法制备了ＭｏＳ２２维材料光电探测器，利用表面等离激

元效应增强了光与吸收层的相互作用，将探测器响应度提高了２个数量级；四川大学王卫教授团队的“２维材料

中极化激元激光的研究进展”一文，综述了２维材料极化激元激光的原理和进展，阐述了其中激子与腔模式强耦

合、相干性调控、玻色爱因斯坦凝聚等关键科学问题，为未来极化激元激光的高效应用提供了重要依据；西安建

筑科技大学陈长城教授团队的“半导体光电材料 Ｂ２Ｓ３在离子电池中的应用性质研究”一文，计算研究了具有动

态、机械和热稳定性Ｂ２Ｓ３半导体２维光电材料，发现其优异的光电与电化学性能，表明这种新材料是锂／钠离子

电池阳极的优秀候选者。

在此，衷心感谢各位论文作者为本专栏做出的重要贡献，期待本专栏今后为我国半导体光电技术发展提供更

多更先进的成果。
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